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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

製品ラインナップ

600V (AC200)  1200V (AC400V)

  PM50RL1C060    PM25RL1C120  
 PM50RL1A060  PM50RL1B060   PM25RL1A120  PM25RL1B120  
 PM75RL1A060  PM75RL1B060   PM50RL1A120  PM50RL1B120  
 PM100RL1A060  PM100RL1B060   PM75RL1A120  PM75RL1B120  
 PM150RL1A060  PM150RL1B060   PM100RL1A120   
 PM200RL1A060    PM150RL1A120   
 PM300RL1A060     

600V (AC200)  1200V (AC400V)

 PM50CL1A060  PM50CL1B060   PM25CL1A120  PM25CL1B120  
 PM75CL1A060  PM75CL1B060   PM50CL1A120  PM50CL1B120  
 PM100CL1A060  PM100CL1B060   PM75CL1A120  PM75CL1B120  
 PM150CL1A060  PM150CL1B060   PM100CL1A120   
 PM200CL1A060    PM150CL1A120   
 PM300CL1A060     

600V (AC200)  1200V (AC400V)

 PM50CS1D060    PM25CS1D120   
 PM75CS1D060    PM50CS1D120   
 PM100CS1D060    PM75CS1D120   
 PM150CS1D060    PM100CS1D120   
 PM200CS1D060     

         IPM L1-   IPM L1-

         IPM L1- IPM S1-
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

内部接続図
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

外形図
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞
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外形図
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

外形図

        IPM S1-
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の交流モータ制御応用

AC220V

3.7
PM50RL1A060,PM50RL1B060 
PM50CL1A060,PM50CL1B060 

PM50RL1C060 
RM30TA-H 

5.5/7.5
PM75RL1A060,PM75RL1B060 
PM75CL1A060,PM75CL1B060 

RM30TA-H 

11.0
PM100RL1A060,PM100RL1B060 
PM100CL1A060,PM100CL1B060 

RM50TC-H 

15.0/18.5
PM150RL1A060,PM150RL1B060 
PM150CL1A060,PM150CL1B060 

RM75TC-H 

22.0 PM200RL1A060,PM200CL1A060 RM75TC-H 
30.0 PM300RL1A060,PM300CL1A060 PM100DZ-H 3

AC440V

5.5
PM25RL1A120,PM25RL1B120 
PM25CL1A120,PM25CL1B120 

PM25RL1C120 
RM20TA-2H 

7.5
PM50RL1A120,PM50RL1B120 
PM50CL1A120,PM50CL1B120 

RM50TC-2H 

11.0/15.0
PM75RL1A120,PM75RL1B120 
PM75CL1A120,PM75CL1B120 

RM50TC-2H 

18.5/22.0 PM100RL1A120,PM100CL1A120 RM50TC-2H 
30.0 PM150RL1A120,PM150CL1A120 PM60DZ-2H 3

IPM ( )
AC220V

~1.5 PM50CS1D060 RM30TA-H 
~2.0 PM75CS1D060 RM30TA-H 
~3.5 PM100CS1D060 RM50TC-H 
~6.0 PM150CS1D060 RM75TC-H 
~7.5 PM200CS1D060 RM75TC-H 

AC440V

~1.5 PM25CS1D120 RM20TA-2H 
~3.0 PM50CS1D120 RM50TC-2H 
~5.0 PM75CS1D120 RM50TC-2H 
~6.0 PM100CS1D120 RM50TC-2H 
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

用語説明

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 
FWDi Free Wheeling Diode 
IPM Intelligent Power Module 
tdead
IPM Motor Interior Permanent Magnet Motor 
CMR Common Mode Noise Reduction 
CMH

CML

CTR 

Ta

Tc

VCES

IC

ICP

PC

Tj

Tstg

Viso

-

ICES

VCE(sat)

tc(on)

tc(off)

Eon

Eoff

trr

VEC

Rth

Rth(j-c)

Rth(c-f)
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

形名の付け方

                 L1- S1-

                 L1-

)

 ( )

060: 600V ,120: 1200V 

L1: L1-
 L1A: 
 L1B: 
 L1C: 

S1: S1-
( )

R: 7  ( + )  C:6  ( )

50: Ic=50A ,75: Ic=75A 
PM:

(IPM)

PM100RL1A060

PM300RL1A060
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

構造

) L1-

1 Ni( )
2 Ni( )+

PBT UL 94-V0 
3 ( ) UL 94-V0 
4
5 PPS UL 94-V0 
6
7
8
9 UL 94-V0 
10
11 Ni( )

1.

2.

3. ( )

4.

5.

6. 7.8.

9.

10.

11.
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

構造

) L1-

1 Ni( )
2 Ni( )+Sn( )
3
4 PPS UL 94-V0 
5
6
7
8 UL 94-V0 
9
10 Ni( )

1. 2.

3.

4.5.

6.
7.

8.

9.

10.
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

構造

) L1-

1 Ni( )
2 Ni( )+

PBT UL 94-V0 
3
4 PPS UL 94-V0 
5 PPS UL 94-V0 
6
7
8
9 UL 94-V0 
10
11 Ni( )

1. 2.

3.

4.

6.
7.8.

9.

10.

11.

5.
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

構造

) S1-

1 Ni( )
2 Ni( )+

PBT UL 94-V0 
3
4 ( ) UL 94-V0 
5 PPS UL 94-V0 
6 PPS UL 94-V0 
7
8
9
10 UL 94-V0 
11
12 Ni( )

1.

2.

3.

5.

7. 8.9.

10.

11.

12.

4. ( )

6.
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワーモジュールを正しく安全に使用するために
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワーモジュールを正しく安全に使用するために

       a)        b) c)

                                
                                

     



三菱半導体＜ IPM L1/S1－シリーズ ＞

信頼性，パワー素子の実装配置

 

    2008 年 9 月
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9. 信頼性 

 信頼性に関しては、下記の Web サイトを参照ください。 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/products/powermod/reliability/index.html 

 

10. パワー素子の実装配置  

10-1. コンデンサの実装配置 

コンデンサからスイッチング素子を通ってコンデンサへと戻る閉回路には，スイッチング時に高周波電流が流れ，

高いdi/dtが発生します。この回路の配線が長い場合，配線インダクタンスによる－L・di/dt電圧は，ターンオフ

サージ電圧として素子に印加され，これが耐電圧を越えれば素子は破壊します。 

これを防ぐ方法には下記のようなものがあり，これらを併用するのが一般的です。 

①電解コンデンサと素子の配置を近づけ，かつ往復線路を近づけることにより，インダクタンスを減少させる。 

②素子の近くに，フィルム系のコンデンサを接続し，高周波電流をバイパスさせる。 

③電解コンデンサそのものを，低インピーダンスタイプ（スイッチング用）とする。 

④素子にスナバ回路をつけて，サージ電圧を吸収する。 

⑤素子のスイッチング速度を遅くして，di/dtを低下させる。 

   このうち，IGBTモジュールに最も効果があるのは，②と⑤です。これはIGBTモジュールの場合動作が高速なた 

め，スナバ回路自体の配線によるインダクタンスが無視できず，複雑な回路構成が難しくなるためです。また， 

①は非常に効果がありますが，現状の実装技術では限度があるため，配線をできるかぎり短くしておき，抑えき 

れないサージ電圧を，②，④，⑤を用いて抑制するのが一般的です。ただし，②により発振を生じるときには， 

②のコンデンサをスナバ回路（RC，RCDi）とすることが効果的な場合があります。  

 

        

 L2 小

L2 大 
vce

 
 

L1：電解コンデンサとIGBTモジュールを接続する配線のインダクタンス。往復線路なので，配線をより短く，間隔を 

狭く，配線の断面の周囲長を長くする程，小さくなります。 

L2：バイパスコンデンサのリード線のインダクタンス。このインダクタンスが大きいと，バイパスしなくなります。 

また，このインダクタンスが小さくなるとターンオフ時のdv/dtはより急峻になります。（L2 ↓ ∝ dv/dt ↑） 

L3：負荷をつなぐ配線のインダクタンス。 

 

10-2. 取付け上の注意事項 

モジュールをヒートシンクなどに取付ける場合，極端な片締めを行いますと，モジュール内の絶縁用セラミック

基板やシリコンチップに応力が加わり素子の破損又は劣化を招くことにもなります。 

また，放熱効果を最大限得るためには，その接触面積をできるだけ大きくし接触熱抵抗を最小にする必要があり

ます。ヒートシンクは表面仕上げRz 12で反りが100μm以内のものをご使用ください。 

ヒートシンクの接触面にグリースを塗布しますと接触部の腐触防止にも役立ちます。ただし塗布するグリースは使

用動作温度範囲内で変質せず，経年変化のないものを選ぶことが重要です。 

グリースはベース全面に薄く均一に塗布してください。ベース板及びヒートシンクの精度を考慮し，100μm（200μm

を越えないよう）が適切と考えます。 

締付けにはトルクレンチを使用し所定のトルクまで締めます。締付けトルクが大きすぎると，前記の片締め同様

素子の破損又は劣化を招く危険性があります。取付けは可能な限り手締めにて行ってください。電動ドライバなど

にて締付ける場合には，締付ける前にモジュールをヒートシンクに押付けるなどして余分なグリースを押出してお

くと共に，締付け速度を十分に落とすか，粘性の低いグリースを使用してください。粘度の高いグリースが多量に

挟まっている状態で高速に締付けますと，モジュールが変形し，破損することがあります。また、ねじが傾いた状

態（※※）で締付けた場合は、ケースが破損する事があります。 
※ねじ締付け順序など詳細につきましては，「パワーモジュールを正しく安全に使用するために」の「取付け方法」を参照 

※※ねじ傾きにつきましては ISO 2768-1 を参照下さい。 

注) データシートに記載の接触熱抵抗は参考値です。グリースの種類，塗布量によって変りますので，実際に使用するグリース

及びヒートシンクでご確認ください。カタログ記載の接触熱抵抗標準値は信越化学工業株式会社 G746 使用時のものです。 

（G746 は信越化学工業株式会社発行のカタログ「放熱用シリコーン(2004/10 Web 版)」には未掲載です。 

同カタログ掲載の G747 を使用した場合も標準値には大きな影響はありません） 
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2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

L1-

600V

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi-
Rth(j-c)

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi(P)-
Rth(j-c) Rth(c-f)

PM50RL1C060 0.74 1.28 0.74 1.28 0.085 
PM50RL1A060, PM50RL1B060 0.44 0.75 0.44 0.75 0.038 
PM50CL1A060, PM50CL1B060 0.44 0.75 - - 0.038 
PM75RL1A060, PM75RL1B060 0.37 0.63 0.44 0.75 0.038 
PM75CL1A060, PM75CL1B060 0.37 0.63 - - 0.038 
PM100RL1A060, PM100RL1B060 0.32 0.52 0.44 0.75 0.038 
PM100CL1A060, PM100CL1B060 0.32 0.52 - - 0.038 
PM150RL1A060, PM150RL1B060 0.25 0.41 0.38 0.64 0.038 
PM150CL1A060, PM150CL1B060 0.25 0.41 - - 0.038 
PM200RL1A060 0.20 0.30 0.32 0.53 0.023 
PM200CL1A060 0.20 0.30 - - 0.023 
PM300RL1A060 0.15 0.23 0.24 0.39 0.023 
PM300CL1A060 0.15 0.23 - - 0.023 
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

1200V

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi-
Rth(j-c)

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi(P)-
Rth(j-c) Rth(c-f)

PM25RL1C120 0.70 1.18 0.70 1.18 0.085 
PM25RL1A120,PM25RL1B120 0.97 1.60 0.97 1.60 0.038 
PM25CL1A120,PM25CL1B120 0.97 1.60 - - 0.038 
PM50RL1A120,PM50RL1B120 0.27 0.47 0.39 0.67 0.038 
PM50CL1A120,PM50CL1B120 0.27 0.47 - - 0.038 
PM75RL1A120,PM75RL1B120 0.21 0.36 0.27 0.47 0.038 
PM75CL1A120,PM75CL1B120 0.21 0.36 - - 0.038 
PM100RL1A120 0.19 0.31 0.28 0.48 0.023 
PM100CL1A120 0.19 0.31 - - 0.023
PM150RL1A120 0.15 0.23 0.21 0.36 0.023 
PM150CL1A120 0.15 0.23 - - 0.023

S1-

600V

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi-
Rth(j-c) Rth(c-f)

PM50CS1D060 0.40 0.68 0.046
PM75CS1D060 0.33 0.55 0.046
PM100CS1D060 0.28 0.46 0.046
PM150CS1D060 0.21 0.35 0.046
PM200CS1D060 0.18 0.27 0.046

1200V

IGBT-
Rth(j-c)Q

FWDi-
Rth(j-c) Rth(c-f)

PM25CS1D120 0.37 0.59 0.046
PM50CS1D120 0.25 0.41 0.046
PM75CS1D120 0.20 0.32 0.046
PM100CS1D120 0.18 0.27 0.046
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

32 g/cmcm

32 g/cm66.2cm9.97
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

IPM
PM50RL1C060 
PM25RL1C120 

PM50RL1B060, PM50CL1B060 
PM75RL1B060, PM75CL1B060 
PM100RL1B060, PM100CL1B060 
PM150RL1B060, PM150CL1B060 

PM25RL1B120, PM25CL1B120 
PM50RL1B120, PM50CL1B120 
PM75RL1B120, PM75CL1B120 
PM50RL1A060, PM50CL1A060 
PM75RL1A060, PM75CL1A060 
PM100RL1A060, PM100CL1A060 
PM150RL1A060, PM150CL1A060 
PM200RL1A060, PM200CL1A060 
PM300RL1A060, PM300CL1A060 

PM25RL1A120, PM25CL1A120 
PM50RL1A120, PM50CL1A120 
PM75RL1A120, PM75CL1A120 
PM100RL1A120, PM100CL1A120 
PM150RL1A120, PM150CL1A120 

 (screw:M5). 

.

DF10-31S-2DSA(68), or DF10-31S-2DSA(62) 
   ( )

PM50CS1D060, PM75CS1D060 
PM100CS1D060, PM150CS1D060 
PM200CS1D060 

PM25CS1D120, PM50CS1D120 
PM75CS1D120, PM100CS1D120 

 (screw:M4). 

.

MDF7-25S-2.54DSA(31), or MDF7-25S-2.54DSA(32) 
   ( )
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

(Ni) = 1 ~ 5 um 

 (Au) = 0.05 ~ 0.2 um 

(Ni) = 1 ~ 6 um 

 (Sn) = 4 ~ 10 um 

(Ni) = 0.5 ~ 1 um 

 (Sn) = 2 ~ 6 um 

 (Ni) = 2 ~ 6 um 
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー素子の実装配置

       
      

A

B

C

L1-
RL1A/CL1A 

M5 Typ. 9.5/ min. 9.0 Typ. 4.0 Typ. 0.8 

S1- M4 Typ. 6.5/ min. 6.0 Typ. 3.3 Typ. 0.8 

    IPM
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

No
1 VD

VUP1
VVP1
VWP1

2 VNC

  VUPC
VVPC
VWPC

3 UP
VP
WP
UN
VN
WN

4 Br
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

5 FO

6 P

7 N

8 U
V
W

9 B
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

- VCIN(off)  (VCIN >VCIN(off) )
VCIN(on)  (VCIN <VCIN(on) )

SC

(tFo)
(VCIN)

OT

UV

-

FO

tdead tdead
0 V 

0 V 

IPM  VCIN
(Upper Arm)

t

tdead
t

1.5V2V 1.5V

IPM  VCIN
(Lower Arm)

1.5V2V 2V 
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

SOA
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

OTr
Tj

VGE

Ic

SCt

VD

Fo output

UVr
UVt

Fo

Signal input

Fo FoFo

UV protection SC protection OT protection
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

input signal 
(Low=on)

a3

Control power 
supply voltage

VD
a2UVt

Condition of 
protection 

circuit

Output current
I(A )

a4

 Fo signal

a5a1

UVr

SET RESET
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

input signal 
(Low=ON)

a3

Junction 
temperature

Tj

a2

OTr

Condition of 
 protection circuit 

Output current
I(A)

a4

Fo signal

a5a1

OT

SET RESET

input signal 
Low=ON

a3

a6 a7

Gate of IGBT

a2

SC

Output current
I(A)

a4

a8

Fo signal a5

tA

a1

Condition of 
protection circuit SET RESET
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方



32

2008 年 9 月

三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

0~4.0

4.0~12.5 

12.5~13.5

13.5~16.5

16.5~20

20.0~

: usV
dt
dv /5 , pVpVripple 2
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

OUT

Si

OT

OT

OT

OT

OT

OT

OT

GNDGND

In

Vcc

U

V

W

B

N

P

M

→

I F
+
–

: Interface which is the same as the U-phase

OUT

Si

GNDGND

In

Vcc

OUT

Si

GNDGND

In

Vcc

OUT
 Si

GNDGND

In

Fo

Fo

Fo

Fo

Vcc

OUT

 Si

GNDGND

In

Fo

Vcc

OUT
 Si

GNDGND

In

Fo

Vcc

VWP1

WP

VWPC

UN

VN

VN1

WN

VNC

1.5k

1.5k

1.5k

1.5kFo

VVP1

VP

VVPC

≥0.1μ

4.7k

1k

≥0.1μ

≥0.1μ

20k

20k

20k

≥10μ

≥10μ

≥10μ

20k ≥10μ

≥0.1μ

VFo

WFo

UFo

VUP1

UP

VUPC

Br

→

→

I F

IF

IF

5V

→

I F

→
OUT

 Si

GNDGND

In

Fo

Vcc

VD

VD

VD

VD
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

•

•
• (5)

Rin
C1
Cp
PC .) TLP-559(IGM), PS9613 etc 

Vcin

Fo

Vcc

GND

1.5k

15V C1
10u 

Cp
0.1u~1uF

IPM 

100pF
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

)
     PS9513 (NEC) 
     TLP559 (IGM), TLP759 (IGM)  (Toshiba) 
     HCPL-4503, HCPL-4504, HCPL-4506 (Avago TECHNOLOGIES) 

)
    TLP-521 (Toshiba) 
    PS2502 (NEC) 
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

IPM

OFF

LED

IPM
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

Driver
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

IPM L1-series -side P-side (1 phase) 
 DC 20kHz DC 20kHz 

Type. Name Typ Max Typ Max Typ Max Typ Max 
PM50RL1C060 8  1 6 2 1 2 7 2 4  7  9
PM50RL1A/RL1B060 8  1 6 2 6 3 4 2 4  7  9
PM50CL1A/CL1B060 6  1 2 2 2 2 9 2 4  7  9
PM75RL1A/RL1B060 8  1 6 3 2 4 2 2 4  9  1 2
PM75CL1A/CL1B060 6  1 2 2 7 3 5 2 4  9  1 2
PM100RL1A060 8  1 6 3 7 4 8 2 4  11  1 4
PM100CL1A060 6  1 2 3 2 4 2 2 4  11  1 4
PM150RL1A060 8  1 6 5 1 6 6 2 4  1 4  1 8
PM150CL1A060 6  1 2 4 4 5 7 2 4  1 4  1 8
PM200RL1A060 8  1 6 7 5 9 8 2 4  2 0  2 6
PM200CL1A060 6  1 2 6 4 8 3 2 4  2 0  2 6
PM300RL1A060 8  1 6 9 9 1 2 9 2 4  2 5  3 3
PM300CL1A060 6  1 2 8 4 1 0 9 2 4  2 5  3 3
PM25RL1C120 8  1 6 2 5 3 3 2 4  9  1 2
PM25RL1A/RL1B120 8  1 6 3 2 4 2 2 4  9  1 2
PM25CL1A/CL1B120 6  1 2 2 7 3 5 2 4  9  1 2
PM50RL1A/RL1B120 8  1 6 5 0 6 5 2 4  1 4  1 8
PM50CL1A/CL1B120 6  1 2 4 3 5 6 2 4  1 4  1 8
PM75RL1A/RL1B120 8  1 6 7 0 9 1 2 4  1 9  2 5
PM75CL1A/CL1B120 6  1 2 5 9 7 7 2 4  1 9  2 5
PM100RL1A120 8  1 6 9 4 1 2 2 2 4  2 6  3 4
PM100CL1A120 6  1 2 8 0 1 0 4 2 4  2 6  3 4
PM150RL1A120 8  1 6 1 3 2 1 7 2 2 4  3 3  4 3
PM150CL1A120 6  1 2 11 5 1 5 0 2 4  3 3  4 3

                                                                       

IPM S1-series -side P-side (1 phase) 
 DC 20kHz DC 20kHz 

Type. Name Typ Max Typ Max Typ Max Typ Max 
PM50CS1D060 6  1 2 2 0 2 6 2 4  7  9
PM75CS1D060 6  1 2 2 5 3 3 2 4  9  1 2
PM100CS1D060 6  1 2 3 2 4 2 2 4  1 0  1 3
PM150CS1D060 6  1 2 4 1 5 3 2 4  1 4  1 8
PM200CS1D060 6  1 2 5 2 6 3 2 4  1 7  2 2
PM25CS1D120 6  1 2 2 2 2 9 2 4  8  1 0
PM50CS1D120 6  1 2 3 6 4 7 2 4  1 3  1 7
PM75CS1D120 6  1 2 4 9 6 4 2 4  1 7  2 2
PM100CS1D120 6  1 2 6 5 8 5 2 4  2 1  2 9
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方

DC 20 

ID 
(mA)

Carrier frequency 
(kHz) 

10

Typ

Max 

IGBTIN 

GND 

IPM
VCC 

CGE

Control
input signal 
(Low-ON)

Control
power supply  
current

0A

Gate
current

0A
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

IPM の使い方
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー損失と接合部温度

1w
2)sat(CE2C1)sat(CE1C

)sat( t
2

VIVIE

'tw

0

CEC)sat( dt)t(V)t(IE
n

1n

abn

tb

ta

CECon )tt(P
n
1dt)t(V)t(IE

offon)sat(1 EEEE
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー損失と接合部温度

1w

1
1
t
EP

N
t
EP
2w

1
av

2

2w
avAV

T
tPP
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パワー損失と接合部温度
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

パワー損失と接合部温度

N)PP(
R)PP(TTR

)AV(D)AV(T

)fc(th)AV(D)AV(Ta(max)C
)af(th
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

平均電力損失簡易計算式

)100/(%
2

D1~
2

D1

2
xsinD1

2
)xsin(D1DutyPWM

xsinIpcurrentOutput

)xsinIp)(@sat(Vce)sat(VCE

)xsinIp)1(@(VecVEC

dx
2

)xsin(D1)xsinIp)(@sat(Vce)xsinIp(
2
1

0

2
dx

2
)xsin(D1)xsinIp)1(@(Vec()xsinIp)1((

2
1

dxfc))xsinIp(@Eoff)xsinIp(@Eon(
2
1

0

trr 

Vcc 

Irr 

Ip 

Vec
t

4
trrVccIrrErr
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三菱半導体＜ IPM L1/S1- シリーズ＞

平均電力損失簡易計算式

dxfc)xsinIp(@trrVcc)xsinIp(@Irr
8
1

dxfc
4

)xsinIp(@trrVcc)xsinIp(@Irr
2
1

2

2

dxfc)xsinIp(@Err(
2
1 2




